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１．背景・目的 

SiCパワーデバイスの実用化に向け、SiC結晶中の欠陥密度低減が求められている。溶液成長法

では、貫通転位の基底面内欠陥への変換[1,2]など、低転位密度の結晶が得られる可能性が示され、

注目を集めている。これまで、溶液法での貫通転位変換は 100 nm程度の高さを有するマクロステ

ップが貫通転位上を通過することで生じることが知られている[2]。一方で、面内方向へと伝播す

る基底面内欠陥が別の貫通転位上を通過する際には、相互の伝播挙動に影響を与えることも考え

られる。本発表では、基底面内欠陥の一つである積層欠陥(SF)が、貫通らせん転位(TSD)の伝播挙

動に与える影響について解析した内容を報告する。 

２．実験方法 

SiC結晶成長は溶液法によって Si-Cr系溶媒を用いて行った。種結晶には昇華法製 4H-SiC基板

C 面を用いた。成長中に SF導入部を形成し、SFが TSD の挙動に与える影響に関して解析した。 

３．結果・考察 

得られた成長結晶中の TSD の挙動を評価するため、結晶から切り出した(11
―

00)断面に対して放

射光トポグラフィーによる透過観察を実施した。その結果、TSD は SF 導入部でほぼ全てが基底

面内方向へ変換されていることが確認された。さらに興味深いことに、基底面内方向の欠陥とし

て存在するのは SF導入部内のみで、その後欠陥は再度 TSD へと変換されていた。溶液成長中に

SFとの相互作用により TSDが変換される可能性示唆された。 
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Fig.1  TSD conversion in the region with intentionally-induced SFs. 

(a) schematic illustration, (b) X-ray topography image (g=0008, transmission observation) 
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